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Z-Diode
e Riickwirtsbetrieb, negativer TK bei U,>5,6V
e Anwendung: Spannungsstabilisierung, -begrenzung, DC-Pegelverschiebung
e U,~5,6V:Kleinster TK; U,~8V : steilste Kennlinie (Uberlagerung der Effekte)
e Zenerdurchbruch: durch die hohe Feldstdrken in diinner Raumladungszone, brechen schon

bei kleinen Sperrspannungen die Atombindungen auf; neg. TK

e Lawinendurchbruch: breitere Raumladungszone (schwicher dotiert) ldsst groflere
Beschleunigung von Elektronen zu; durch StoBionisation werden weitere Ladungstrager
freigesetzt; dominierend bei hheren Spannungen; pos. TK

AU, |1 Diff, ieller Widerstand auv,
v, =
UZ'A T 111erenzielier 1derstan 7 AIZ

TK der Z-Spannung: o, = X

Faustformeln (!) zur Spannungsstabilisierung:
p p 2 .Vorwiderstand ( R,,;,, <R, <R, ):
tot tot

. Di . 1 - I, = Umax_U Umin_U
1. Diodenstrom: 1,,,, U, =710 R -k z _Yeg z

min IZmax+ [Lmin Ve [Zmin+ ILmax

Ug, —U, Upnin—Uy (U —U )2

3.1, =——" I, =""—" 4. GroBte Leist R,: p, =—tn& —2
max R, min R, r6fte Leistung am Ry : Pp. R,

N AU, Ry (Reihenfolge gilt fiir den Fall, dass die Z-Diode,

5. Glattungsfaktor: &= AU, _Z-H die Eingangsspannung und die Last gegeben ist.)

Kapazitatsdiode, Varicap

e Anwendung: mit Gleichspannung abstimmbare Schwingkreise, Modulatoren (FM), in
Filteren mit verdnderlicher Bandbreite, Spannungsgesteuerte Oszillatoren

e Raumladungszone wird mit in Sperrrichtung zunehmend grof3erer Spannung breiter, also
sinkt die Kapazitdt (Bereich 2 bis 200pF)

e pos. TK (C steigt mit zunehmender Temperatur)

. . C3V
e Kapazititsverhiltnis: KV = ~3...5
30V

Schwingkreis

Bei R f X=X o Lt—wL f=— c=—1 =1
nZz: = — = - = - -
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Schottky-Diode

e Metall-Halbleiter-Bauteil; pos. Potentialschwelle im Halbleiter (z.B. Aluminium und
schwach n-dotiertes Silizium); sind freie Elektronen im Silizium enegergiereicher als die im
Alu., wandern sie z.T. in das Metall und hinterlassen eine pos. geladene Sperrschicht.

e extrem schnelle Umschaltvorgidnge (50...500 ps)

Durchlassspannung 0,2...0,4V; Riickwirtsspannung: 10...100V

e Anwendung: Hochstfrequenzgleichrichter, Gleichrichter in Schaltnetzteilen, Anti-
Sattigungsdiode in Schottky-TTL
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Buck-Converter

T : Schaltperiode des Netzteils
t;: Leitzeit (des Schalttransistors)
t, : Sperrzeit (des Schalttransitors)

. Al,
Induktionsgesetz: U, =L- Y
t,
Ausgangsspannung: U ,= ?’ U,
2 2
Energie: WL:% WC:C’ZU

Grobe Arbeitsweise: der Buck-

Converter zerhackt eine Schwankende

Eingangsspannung und glittet diese
dann mit einer LC-Kombination.
Vorteil gegeniiber Linear-Reglern:
Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent.
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Verlustleistung und Thermischer Widerstand

max. Kristalltemperaturen: Germanium: 90°C, Silizium: 150-180°C

(um wieviel Grad erwdrmt sich etwas je Watt)

k+Rthku

R, Kristall zu Umgebung

Wirmewiderstand: Rth:P_V o
Ryu=Ry+ Ry,
Temperaturgradienten:

R, : Kristall zu Bauteil-Gehiuse

R, : Gehduse zu Kiihlkorper
R 4, : Kiihlkorper zu Umgebung

P,
W
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tot
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Leistungsminderungskurve: 2.4
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